FIG. 2 



10a 



10b 




FIG. 3 



( START ^ 



CARRYING WAFER INTO 
1ST ETCHING PROCESS 
CHAMBER 



PATTERN ETCI 

DR COL 

HOLE PROCESS 



HING 



MASK FOB AQNTAgT^"^ 



ECTING END POINT OF 
HING OF HARD MASK 



TRANSPORTING WAFl 
2ND ETCHING PROCE 
CHAMBER 



TO 



ETCHING CONTACT HOLE 



DETECTING END POINT OF 
ETCHING OF CONTACT 
HOLE 



RETURNED WAFER 
INTO CASSETTE 



FORMING PHOTORESIST 
: PATTERN FOR HARD MASK 
: FOR WIRING TRENCH 
; PROCESSING 



101 



102 



-103 



104 



•105 



-106 



■107 



108 



SETTING CASSETTE 



CAPBXlWi^ V^i^^ER INTO 
1ST PROCESS CHAMBER 




DETECTING END POINT OF 
ETCHING OF HARD MASK 



TRANSPORTING WAFER TO 
2ND PROCESS CHAMBER 



ETCHING WIRING TRENCH 



DETECTING END POINT OF 
ETCHING OF WIRING 
TRENCH 



RETURNED WAFER 
INTO CASSETTE 



-111 



112 



-113 



-114 



•115 



-116 



-117 



-118 



( END ^ 



FIG. 4 



(a) 



(d) 



^^^/^^y//yy/y/y/^yyyyyyyy/yryyy'yyyi> 
/yy^^^yy^/^///yy*yyy/-yyyy^yy^yyyyyyy 

^/^yyyyyyyyyy/yy*yyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 



^/y^yyyyy^y^^yyy*yyyyyyyyyyyyyyyyyyy 




46 
45 
44 

43 
42 
41 



.47 



^yyyyyyyyyyyy/ 
'y/-yyyyyyyyyyy 



yyyyyyyyyyyyyyA 
^/^yyy/yyyyyyyyyA 
^y/y^j^yyyy/yyyyA 
y/'yjfyyyyyyyyyyyA" 
^yyyyyyyyyyyyyyyX 
'yyyyyyyyyyyyyyyX 



CVNX>X>gggggl8?»XNXXVSX 



^^y^^qyyyyyyyyyyyyyyt 
CCCcA^yyyyyyyyyyyyyy, 



'yyyyyyyyyyyy 
'yyyyyyyyyyyy 
^yyyyyyyyyyyyK 
^yyyyy/yyyyyyyy/^yyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
^yyyyyyy/yyyyyyy^yyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
^yyyyyyyyyyyy/yy*/yyyyyyyyyyyyyyyyy. 



48 

45 
44 

43 
42 
41 



(b) 



r 



•XXWNX Hi CNXWNXV 



^yyyyyyyy/yyyyyy^yyyyyyyyyyyyyyyyy, 
/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj\ 
^yyyyyyyyyyyyyyy*yyyyyyyy/yyyyyyyyy^ 
fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
^yyyyyyyyy/y/yyyyyyyyy/yyyyyyyyyyy4 



fyyyyyyyyyyy* 
fyyyyyyyyyyy* 

uyyyyyyyyyyy}U££££^yyyyyyyyyyyyyy^ 
/y/yyyyyyyyyyyyyy//yyyyyyyyyyyyyyyy 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
fyyyyyyyyyyyyyyy^yyyyyyyyyyyyyyyyy4 




fy^^jyyyyyyyyyyyyyy* _ 
^LtiL£kfyyyyyyyyyyyyyy\ 

^ 41 



(e) 




47 



OSXNXNX 



/yyyyyyyyyyyyi 
yyyyyyyyyyyyy^ 
^yyyyyyyyyyyy* 
^yyyyyyyyyyyy* 
^yyyyyyyyyyyy^ 



fyyyyyyyyyyy4 
^yyyyyyyyyyy. 

fyyyyyyyyyyyytyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyyyyyy^yyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 



^yyyyyyyyyyyyyy* 
/yyyyyyyyyyyyyy/[ 
yyyyyyyyyyyyyyyt 
yyyyyyyyyyyyyyy* 
'yyyyyyyyyyyyyyy^ 




ZcCOryyyyyyyyyyyyyyX 

^ 41 



\ 



(c) 



47 



/yyyyyyyyyyyy* 
/yyyyyyyyyyyy, 
/yyyyyyyyyyyy* 
fyyyyyyyyyyyy/ 
fyyyyyyyyyyyy) 
^y/yyyyyyyyyy/ 



^yyyyyyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyy. 
uyyyyyyyyyyy, 




yyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyy* 
yyyyyyyyyyyyyyy, 
'yyyyyyyyyyyyyyy* 
*yyyyyyyyyyyyyyyi 
^yyyyyyyyyyyyyyA 



Yyyyyyyyyyyyyy^ 
'fyyyl 

If'yyyyyyyyyyyyyy, 




/yyyyyyyyyyyyyyy*yyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
fyyyyyyyyyyyyyyyiyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
fyyyyyyyyyyyyyyyjyyyyyyyyyyyyyyyyyyi 




(f ) 



47. 



*XVVNW 



<yyyyyyyyyyyy. 
yyyyyyyyyyyyy, 
/yyyyyyyyyyyy. 
^yyyyyyyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyyy/ 
^yyyyyyyyyyyy/ 




i 



49 



*yyyyyyyj 

yyyyyyy/ 

'J?/^?y>yyyyyyyj 
'yyyyyyyyyyyyyy. 
Vyyyyyyyyyyyyyy^ 
'yyyyyyyyyyyyyyy* 



*yyyyyyyyyyyyyy^ 

^yyyyyyyyyyyyyy^ 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyy, 
fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 



45 
44 

43 
42 
41 



FIG. 5 



^ 100000 



•f" 50000 
c 




200 300 400 500 600 
Ways length ( nm ) 



FIG. 6 



_ 100000 



3 

< 

in 
c 

s 

c 



50000 




200 300 400 500 600 
Wave length ( nm ) 



FIG. 7 



yyyy^yyyyyy/yyyyyyyyyyy* 

^yyyj^/yyyyyyyyyyyyyyyyyj 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 




^^^^ 



'^yyyyyyyyyyyy* 
^yyyyyyyyyyyyy. 
^yyyyyyyyyyyyy* 
*yyyyyyyyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
yyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyi 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyX 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/i 



^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyt 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyX 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyX 



42 



45 
44 

43 
41 



FIG. 8 



^yyyyy/yyyyyyyyyyyyyyy* 
^yyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyy\ 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 
fyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy* 
^yyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyy, 
'yyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyy\ 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 



vyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy^ 





\\ — yyyyyyyyyyyyyA 
\ M ] \yyyyyyyyyyyyyy. 
\^ y ^k^y/yyyyyyyyyyy, 

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/, 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/ 



"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyi 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyX 
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/C 



43 
41 



42 



FIG. 9 





150 r 


l- 
z 


140 


LU 




O 
LL. 


130 


U. 
LU 


120 


O 


O 




X 


110 


o 






LU 




or 
h- 


100 


m 






90 


CO 




80 




0.01 0.1 1 

CN/H INTENSITY RATIO 



10 



FIG, 10 



( START ) 



DETECTING INTENSITIES 
OF CN AND H IN PLASMA 



CALCULATING INTENSITY 
RATIO CN/H 




CHECKING IF INTENSI 
RATIO CN/H <1 



YES 



129 



CONTINUING ETCHING 
PROCESS 



Mi?i.g:mi?ED 



VALUE 



YES 



121 



122 




123 

NO 



\ 


f 


INCREASING QUANTITY OF 
H2GAS 




CHECKING IF QUANTITY OF 
H2 GAS IS MAXIMUM 




YES 



INCREASING POWER FOR 
PLASMA GENERATION 




CHECKING IF POWER 
FOR PLASMA GENERATION 
S MAX MUM 




YES 



DECREASING BIAS POWER 



130 




124 

125 
NO 



126 

127 
NO 



126 



